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はじめに：InGaN/GaN規則配列ナノコラムは、高品質結晶、高 In組成での高い発光効率、

優れた面内発光波長制御性等の特長を有し、高効率三原色 LED といった高性能光デバイス

材料として注目されている。ナノコラムのデバイス化においては、効率的な電流注入のため

のナノコラム間の絶縁が重要な技術である。これまでは絶縁膜として酸化物や樹脂等を用

いていたが放熱性等に問題があった。本研究では、新たな絶縁膜として熱伝導性及び絶縁性

に優れた AlN によるナノコラム埋め込みについて検討したので報告する。 

 

実験結果：先ず、以下の通りに InGaN/GaN規則配列ナノコラムを GaNテンプレート基板上

に作製した。成長マスクとして Ti を 5 nm蒸着し, 電子線リソグラフィとドライエッチング

により, Ti をパターニングした基板上に rf-MBE 法で n-GaN ナノコラム及び, InGaN/GaN 

MQW 活性層を成長させた。ここで、作製されたナノコラムの長さはおよそ 1 ㎛、直径は

200nmであった。続いて、このナノコラム上に同じく rf-MBE法を用いて基板温度、Alフラ

ックス、窒素流量、成長時間を変えながら AlN を成長させた。Fig.1(a)に試料の断面模式図

を示した。成長では、基板温度減少に伴い Al の付着増加と同時に起こる Al 拡散長の減少

により被覆率が増加した。また、窒素流量減少に伴い Alの拡散長が促進され AlNが三次元

成長せずに膜状に埋め込むことができた。また、基板温度 940℃、Alフラックス 1.6×10-4 Pa、

窒素流量 1.0sccm、成長時間一時間の場合に比較的良好な埋め込みが得られた。その時の表

面 SEM を Fig.1(b)に示した。これより、AlN 成膜後もコラム形状を保っていることが分か

った。得られた試料の PLスペクトルを Fig.2に示した。参考に、AlN埋め込み前の PLスペ

クトルも示した。Fig.2 より、AlN 埋め込みにより発光強度が 2 倍程度増加した。また、ピ

ーク波長は埋め込み前が 532nm、後が 538nm であり、大きな変化は見られなかった。以上

より、埋め込みによる明らかな特性劣化はなく、デバイス応用の可能性が示された 
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Fig.1(a)  A schematic diagram of the 

InGaN/GaN nanocolumns with an AlN 

embedded insulator, and (b) A surface SEM 

image of the nanocolumns after AlN 

embedding. 

Fig.2 PL spectra of the InGaN/GaN 

nanocolumns before and after AlN 

embedding. 
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